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ｂｒｏａｄｂａｎｄａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｉｎｕｌｔｒａｔｈｉｎｐｌａｓｍｏｎｉｃ

ｓｏｌａｒｃｅｌｌｓ［Ｊ］．犃狆狆犾犻犲犱犘犺狔狊犻犮狊犔犲狋狋犲狉狊，２０１４，１０４（１５）：

１５１１０６．

［１５］　ＷＡＮＧＷ，ＷＵＳ，ＲＥＩＮＨＡＲＤＴＫ，犲狋犪犾．Ｂｒｏａｄｂａｎｄｌｉｇｈｔ

ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｉｎｔｈｉｎｆｉｌｍｓｉｌｉｃｏｎｓｏｌａｒｃｅｌｌｓ［Ｊ］．

犖犪狀狅犔犲狋狋犲狉狊，２０１０，１０（６）：２０１２２０１８．

［１６］　ＺＨＡＮＧＸ，ＫＮＩＺＥＲ，ＬＵＹ．Ｅｎｈａｎｃｅｄｌｉｇｈｔａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｉｎ

ｔｈｉｎｆｉｌｍ ｔａｎｄｅｍ ｓｏｌａｒ ｃｅｌｌｓ ｕｓｉｎｇ ａ ｂｏｔｔｏｍ ｍｅｔａｌｌｉｃ

ｎａｎｏｇｒａｔｉｎｇ［Ｊ］．犃狆狆犾犻犲犱犘犺狔狊犻犮狊犃：犕犪狋犲狉犻犪犾狊犛犮犻犲狀犮犲牔

犘狉狅犮犲狊狊犻狀犵，２０１４，１１５（２）：５０９５１５．

［１７］　ＨＹＬＴＯＮ Ｎ Ｐ，ＬＩ Ｘ Ｆ，ＧＩＡＮＮＩＮＩ Ｖ，犲狋犪犾．Ｌｏｓｓ

ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎｉｎｐｌａｓｍｏｎｉｃｓｏｌａｒｃｅｌｌｓ：ａｌｕｍｉｎｉｕｍｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ

ｆｏｒ ｂｒｏａｄｂａｎｄ ｐｈｏｔｏｃｕｒｒｅｎｔ ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ ｉｎ ＧａＡｓ

ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ［Ｊ］．犛犮犻犲狀狋犻犳犻犮犚犲狆狅狉狋狊，２０１３，３：２８７４．

［１８］　ＹＡＮＧＭ，ＬＩＪ，ＬＩＮＦ，犲狋犪犾．Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓｉｎ

ｐｌａｓｍｏｎｉｃｓｏｌａｒｃｅｌｌｓｃｏａｔｅｄｗｉｔｈｍｅｔａｌｌｉｃｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ［Ｊ］．

犘犾犪狊犿狅狀犻犮狊，２０１３，８（２）：８７７８８３．

　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏｓ．５１４３５００３）
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